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【はじめに】 

有機デバイスの特性を向上させるために、デ

バイス中のトラップの挙動を調査することは

重要である。これまでに、高分子有機 ELデバ

イス中のトラップを、方形波重み関数電流

DLTS 法（単位：C）を用いて評価した結果に

ついて報告し、その方法の妥当性を示した[1]。

また、有機 ELで観測されるトラップは様々な

連続準位を持つことがこれまでの研究から示

唆されているが、それぞれの起因についてはま

だはっきりとわかっていない。そこで、有機

EL デバイス構造中の発光層と正孔注入層の厚

みを変えることにより、各トラップの局在場所

について検討を行ったので報告する。 

【実験方法】 

測定試料の構造は、 ITO/ Triphenylamine/ 

Fluorene-based Polymer/ NaF/ Alであり（それぞ

れ、陽極、正孔注入層、発光層、電子注入層、

陰極の役割を持つ）、発光層と正孔注入層の膜

厚が異なる 3つの有機 ELデバイス（BD1.2.3）

を用いた[2]。表 1 に各試料における正孔注入

層と発光層の膜厚をまとめた。BD1 が基本構

造である。これらの試料に対して、電流 DLTS

測定と一定温度電流 DLTS測定を行った。 

【実験結果】 

 図１に各試料における電流 DLTS 測定結果

を示す。温度範囲は 80Kから 350Kとした。時

定数 91ms において、BD1 では 160K付近にブ

ロードなピークを観測し、また、320K 以上に

信号強度の急激な増加を観測した。前者を trap 

A、後者を trap C とする。BD2では trap A,Cに

大きな変化は観測されなかったが、BD3 にお

いて、trap A は 140K 付近に観測され、trap C

はより急峻な立ち上がりが観測された。これら

は単一のトラップによるものではなく、いくつ

かの連続準位の集まりによる信号ピークであ

る。そのため、これらのピークに対して信号分

離を行い、各トラップパラメータと膜厚を考慮

することによりトラップの局在場所について 

 

知見が得られると推測する。 

 現在、有機 ELの DLTS信号をさらに詳しく

比較するため、一定温度電流 DLTS測定を行っ

ている。 

 

 

表 1 各試料における正孔注入層,発光層の厚さ 

 正孔注入層  発光層  

BD1  30nm  100nm  

BD2  50nm  100nm  

BD3  50nm  70nm  
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     図 1 電流 DLTS測定結果 
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